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[bookmark: _GoBack]Квантово-размерные структуры, выращенные на основе соединений InGaN/GaN, применяют для изготовления устройств, работающих в ультрафиолетовом, синем и зелёном диапазонах оптического спектра [1]. Установлено, что механические напряжения между слоями InGaN и GaN являются причиной неравномерного распределения встроенного пьезоэлектрического поля, что приводит к увеличению доли безизлучательной рекомбинации для межзонных переходов и уменьшению квантового выхода люминесценции [2, 3]. Таким образом, исследование внутренних электрических полей в активной области гетероструктур с целью увеличения эффективности работы светодиодов на основе InGaN/GaN, является актуальной задачей.
Целью данной работы является создание математической модели, позволяющей оценить транспортное время жизни двумерного электронного газа (ДЭГ), а также рассчитать распределение напряженности пьезоэлектрического поля вдоль слоя InGaN. 
Проведенное теоретическое исследование и математическое моделирование в условиях доминирующего механизма пьезоэлектрической релаксации основывалось на формализме квантово-механических кинетических процессов и решении уравнения Больцмана. Получено теоретическое распределение пьезоэлектрического поля вдоль активного слоя для серии промышленных LED гетероструктур, исследованных ранее [4, 5] методами модуляционной спектроскопии. Результаты расчетов свидетельствует о хорошем согласии теории с экспериментом.               
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